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試料と構造

結論 参考文献

結果と考察（透明薄膜化の試み）

ジフェニルヘキサトリエン誘導体の

一重項励起子分裂：蛍光磁場効果
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Singlet Fission (SF)

一つの光子から二つの励起子
＝二つの電子生成の可能性
→高効率太陽電池の可能性

→新規化合物探索
→SF発現機構
→透明薄膜化

SF速度

S1 ⇄ [T…T] ⇄ T1+T1

TT対再結合

対再結合ダイナミクス
モデル [2]

温度依存性
と構造 [1]

SF速度の温度依存性と
結晶構造相関 [1]
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誘導体に注目
→電子状態・結晶構造の違い

へリングボーン構造
温度依存無し

平行構造
熱活性型温度依存
活性化エネルギー

約600 cm-1

分子の相対配置
→電子的カップリングの違いが重要
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研究の目的
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Solution

蛍光の磁場効果＋蛍光減衰挙動[2]
からSF材料と判定
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遅延蛍光は励起光強度に比例
→1光子でＴ１が2個が生成
→Singlet fission (SF)！

高密度にドープさせた透明薄膜でSFを実現

光Off

遅延蛍光
→三重項励起
状態の存在！ 遅延蛍光スペクトル

Film T1 + T1→ Ｓ1 →遅延蛍光

Singlet Fission:

・新材料探索 フッ素置換ＤＰＨの発見
・ＳＦメカニズム ＳＦ速度と分子パッキングの相関 [1]

再結合kineticsのモデル提案 [2]
・透明薄膜化 高濃度テトラセンドープ膜でSFを実現

→SF後に近赤外発光する透明薄膜の開発を目指す。
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大きな蛍光磁場効果
→SF材料！
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